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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月16日(2016.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　核酸結合相を用いて結合と溶出によって核酸を精製する方法であって、該核酸結合相が
：
　（ｉ）核酸結合性のＡ基であって、アミノ基であり、かつ２－（ジメチルアミノ）エチ
ルメタクリレート（ＤＭＡＥＭＡ）およびジエチルアミノプロピルトリメトキシシラン（
ＤＥＡＰＳ）から選択される化合物の一部分である、Ａ基と、
　（ｉｉ）電荷中性のＮ基であって、ヒドロキシル基であり、かつアクリレートおよび反
応性シランから選択される化合物の一部分であり、Ａ基と相互作用しない、Ｎ基と
を有すること；
　該核酸結合相が修飾支持材であり、該修飾が：
　（ｉ）リガンドＩが少なくとも１つのＡ基を有し、リガンドＩＩが少なくとも１つのＮ
基を有する、少なくとも該リガンドＩと該リガンドＩＩとを有する混合物での該支持材の
修飾；
　（ｉｉ）該Ａ基が、少なくとも１つのＮ基を有する化合物によって立体遮蔽される、該
Ａ基および該Ｎ基での該支持材の修飾；および
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　（ｉｉｉ）該実施形態（ｉ）～（ｉｉ）の組合せによる該支持材の修飾
からなる群より選択されること；および
　該方法が、少なくとも以下の工程：
　（ａ）４～７．５のｐＨ（結合ｐＨ）で、該核酸を該核酸結合相に結合させる工程と、
　（ｂ）該結合ｐＨよりも大きいｐＨ（溶出ｐＨ）で、該核酸を溶出させる工程と
を有すること
を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記支持材が、Ａ基を有するシランでコートされたシリカ表面を有することを特徴とす
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シランの量が、０．１～５０μｍｏｌである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記シランの量が、０．１～１０μｍｏｌである、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　請求項１～２のいずれか１項による支持材を有することを特徴とする、核酸を精製する
ためのキット。
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